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Figure 1

(57) Abstract: The invention relates to a carrier (1) for a composite substrate (S). The carrier comprises a base substrate and a trapping
layer (3a) made of polycrystalline silicon arranged on the base substrate (2). The trapping layer has electric traps of a first type having
an activation energy of 0.383 eV within a tolerance of 0.008 eV, and an effective capture cross-section for holes and electrons of less
than 10°-16 cm”2. The trapping layer has electrical traps of a second type having an activation energy of 0.428 eV within a tolerance
0f 0.016 eV, and an effective capture cross-section for holes and electrons of less than 107-16 cm”2.
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(57) Abrégé : L'invention porte sur un support (1) pour un substrat composite (S). Le support comprend un substrat de base et une couche
de piégeage (3a) en silicium polycristallin disposé sur le substrat de base (2). La couche de piégeage présente des pieges €lectriques d'un
premier type présentant une énergie d'activation de 0,383 eV 40,008 eV pres et une section efficace de capture pour les trous et, pour les
¢électrons, inférieure a 10°-16 cm”2. La couche de piégeage présente des pieges €lectriques d'un deuxiéme type présentant une énergie
d'activation de 0,428 eV 40,016 eV pres et une section efficace de capture pour les trous et, pour les électrons, inférieure a 10°-16 cm”2.



